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層状物質・遷移金属ダイカルコゲナイド（TMDC）のバルク試料は間接遷移型半導体として知

られているが、単層化により直接遷移型半導体となる。加えて、単層試料におけるグラフェン類

似構造・空間反転対称性の破れ・遷移金属由来のスピン軌道相互作用などが複雑に絡み合い、ス

ピンとバレーが結合した興味深い特性を示す[1]。近年、このような特徴を反映した電流励起円偏

光発光素子が実現され、そのメカニズムが注目されている[2]。強電場を起源とするメカニズムと

スピン・バレー結合を起源とするメカニズムが提唱されているが、完全な理解にはスピン・バレ

ー結合が弱まる室温において大電流発光可能な新しい素子が必要である。そこで我々は、電気化

学発光セル(LEC)に注目した[3]。LECは、電気化学キャリドーピングを利用したPN接合方向を変

更可能な２端子素子であり、TMDCの発光研究には最適と言える。しかしながら、発光層内での

イオン移動が必要なため、これまでは有機高分子に限定されてきた。この問題を解決するため、

本研究では電解質特有の電気２重層（EDL）による静電的ドーピングを用いた同様の素子（電気

二重層発光ダイオード：EDLED）の作製を試みた。具体的には、大面積なWSe2単層膜をCVD法

により合成し[4]、膜上に金電極を蒸着した。電解質にはイオンゲルを選択した（図１）。作製し

たEDLEDは室温において明瞭な発光を示し（図２）、室温において接合方向が可変な新しい発光

素子作製に成功した。 
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Figure 1 WSe2 EDLED                              Figure 2 EL spectra 

第62回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2015 東海大学 湘南キャンパス)13p-D8-1 

© 2015年 応用物理学会 15-140


